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1. Funcionamiento del Diodo

DIODO : Semiconductor: . >

- Una caracteristica importante del diodo es su Vj, : Tension de caida/Tensién directa
- Si se cumplen ciertas condiciones, la corriente fluye.
V, >V, + V.
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1. Funcionamiento del Diodo

DIODO : Semiconductor: . >

- Una caracteristica importante del diodo es su Vj, : Tension de caida/Tensién directa
- Si se cumplen ciertas condiciones, la corriente fluye.
V, >V, + V.

- La corriente fluye, “el diodo conduce” y su circuito equivalente _{ |_
Vo
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1. Funcionamiento del Diodo

DIODO : Semiconductor: . >

- Una caracteristica importante del diodo es su Vj, : Tension de caida/Tensién directa
- Si se cumplen ciertas condiciones, la corriente fluye.
V, >V, + V.

- La corriente fluye, “el diodo conduce” y su circuito equivalente _{ |_
Vo

- En caso contrario, s un circuito abierto: A= §=C
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1. Funcionamiento del Diodo

DIODO : Semiconductor: . >

- Una caracteristica importante del diodo es su Vj, : Tension de caida/Tensién directa
- Si se cumplen ciertas condiciones, la corriente fluye.

V, >V, + V.
- La corriente fluye, “el diodo conduce” y su circuito equivalente _{ |_
Vo
- En caso contrario, s un circuito abierto: A= §=C
DOFF 1
e —

Z2 Z‘l
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1. Funcionamiento del Diodo

- Intensidad en el diodo.
- Tension de conduccion.

SLovi 1kQ
— 12V D1

WAN4001G
Li

V1=RlxI+VD
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1. Funcionamiento del Diodo

- IntenSidad en el diOdO. Simulate Transfer Tools Reports |
- Tension de conduccion. b Run Fs

Pause Fo

Pl Analyses and simulation

Analyses and Simulation Pad
Active Analysis:
Interactive Simulation DC Sweep @
DC Operating Point Analysis parameters  Qutput  Analysis options  Summary
AC Sweep Source 1
Transient Source: V1 ~ | | Change filter...
IC Swee) Start value: D v
Single Frequency AC Stop value: v
Parameter Sweep Increment: v
Noise [Juse source 2
Monte Carlo Source 2
Fourier Vi Change filter...
Temperature Sweep 0 W
Distortion 2 W
Sensitivity 0.5 W
V 1 - R 1 x I + VD Worst Case
Moise Figure
Pole Zero

Transfer Function
Trace Width
Batched
User-Defined

b &e
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1. Funcionamiento del Diodo

- Intensidad en el diodo.

Analyses and Simulation *
. 7 4
- Tension de conduccidn. Actve malysis:

Interactive Simulation DC Sweep ?
DC Operating Paint Analysis parameters  Output  Analysis options  Summary
AC Sweep Variables in dircuit: Selected variables for analysis:
Transient All variables ~ Al variables ~
DC Swee ey ] oiop ]

Weep V1)
Single Frequency AC PD1)

PR1)
Parameter Sweep PV
) V(1)
Moise
v = Add >
Monte Carlo
Fourier < Remove <
Temperature Sweep Edit expression. ..
Distortion
Sensitivity Add expression...
Worst Case
Moise Figure
Pole Zero
Transfer Function
Trace Width
Batched Filter unselected variables... Filter selected variables...
User-Defined X
More options
Add devi del ter... " Show all device parameters at end of
S ot e o simulah’on in the audit trail
V 1 _— R 1 x I + VD Delete selected variable Select variables to save...
> b
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1. Funcionamiento del Diodo

DC Transfer Characteristic

- Intensidad en el diodo. 12m |
- Tensién de conduccion. 2 oo
= 06m
% 0.4m
O
0.2m
0.0m
-0.2m . . . . . . . .
0.0 0.2 0.4 06 0.8 10 12 14 16
w1 Voltage (V)
?;E"ﬁniuﬁ]}- ''''''''' ErTrTr T T ST T T SrorTrTr T p
1 R1 2 T IO PRI E TSR
AP
v 1kQ) D1
12V
W1N4001G
0

V1=RlxI+VD
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1. Funcionamiento del Diodo

- Intensidad en el diodo.
- Tension de conduccion.

1 R1 2
My
SLovi 1kQ
—12v D1
p— WINA001G
0

V1=RlxI+VD
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DC Transfer Characteristic
600m ]
500m -

__ 400m
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Voltage (V
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-100m
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1. Funcionamiento del Diodo

DC Transfer Characteristic
12m |

- Intensidad en el diodo. 1em
- Tension de conduccion. 08m-

0.0 02 0.4 06 08 10 12 14 16
w1 Voltage (V)

B e i e e — = == - = ]
\

AAR, DC Transfer Characteristic

J_‘M 1k0 D1 600m

= 500m 4
=12V WINA001G "

__ 400m
300m -

200m -

Voltage (V

alo
-+ » directa

100m 4

Om

Vl = Rlx I + VD 100m j ' ' D OFF -~ g DON

0.0 02 04 06 0.8

w1 Voltage (V) J i
22 S — \/y
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1. Funcionamiento del Diodo

DC Transfer Characteristic

. H 12m |
- Intensidad en el diodo. il
L4 [ 4
- Tension de conduccion. 2 0o
= 06m A
c
bt
5 0.4m A
o
0.2m
0.0m 4
0.2m . . . . . . . .
0.0 02 04 06 0& 10 12 14 16
SR e o_._._.WVoltage(V) _ _ _. e ]
;*@' i
1 R1 2
A
Vi 1kQ
12V D1
WINA001G
Grapher View O *
0 .nlD
File Edit View Graph Trace Cursor Legend| Tools Help i
= BRvxmejEBilal A AR la@@0| A B REB ---» direcia
DC Sweep ] DC Sweep ] DC Sweep ] DC Sweep ] DC Sweep ] DC Sweep DC Sweep l >
"™ DON
DG Transter Gharacterist OO
ransrer araciterisuc
V1=R1xI+VD soom v :
500m - — g > Vp
_ 400m -
= |
o 300m - '
B 721 71
’g v (2) i p "',*:"'"
]
x1 0.0000 '
¥l 3.8249e-024
%2 1.4816 = : " . . . .
v2 533.8842m 14 06 08 10 12 14 16
dx 1.4816
dy 533.8842m w1 Voltage (V)
WAl ay/ax 360.3481m
1/dx 674.9556m
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1. Funcionamiento del Diodo: AL REVES (en inversa)

- Intensidad en el diodo.
- Tension a la inversa.

1 R1 2
AP
HR% 1kQ D1
— 12V A 1N1001G

V1=RlxI+VD
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1. Funcionamiento del Diodo: AL REVES (en inversa)

- Intensidad en el diodo.
- Tension a la inversa. o0

DC Transfer Characteristic

R 1kQ D1 om
12V A 1N4001G -100m

0.0 02 04 06 08 10 12 14 16
w1 Voltage (V)

i
_I:l El[m [1op

DC Transfer Characteristic
£00m |
500m -

. 400m A

300m A

200m

Voltage (V

100m A

Om 1

V1=RixI+VD -100m

0.0 02 04 06 08 10 12 14 16
w1 Voltage (V)

HZ Vi2)
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1. Funcionamiento del Diodo: AL REVES

- Intensidad en el diodo.
- Tension a la inversa.

1 R1 2
AP
HR% 1kQ D1
— 12V A 1N1001G

V1=RlxI+VD
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DC Transfer Characteristic
600m |
500m A

__ 400m 1
300m 1

200m

Current (A

100m -

Om
-100m

0.0 02 04 06 08 10 12 14
w1 Voltage (V)

Enjm[m]}
DC Transfer Characteristic

600m |
500m -

__ 400m

=

o 300m

(=3

£ 200m
100m -

Om | D OFF

-100m
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HZ Vi2)
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2. El diodo Zener:

-  Eninversa

L1l B
VT WV

=12V T
EET:::::[',"::A::: """"

o

V1=RlxI+VD
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2. El diodo Zener:

-  Eninversa

R - £ I

e 4 A e I

=12y - 1K o

CLliiiiiiiiin NASI0A

[
EU

DC Transfer Characteristic
30 ]

2.5

204
1.5 1
1.0+

V1=RlxI+VD

Voltage (V)

500.0m A

0.0 4
-500.0m

0.0 25 50 75
w1 Voltage (V)

10.0 125 150

Vil)
g
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2. El diodo Zener:

- Eninversa DC Transfer Characteristic

2 5000m |
1.7347e-018

-2 5000m -

-5.0000m -

=
= ..

-7.5000m -

AN437

Current (A)

-10.0000m -

-12.5000m -
[ -15.0000m

0.0 25 5.0 75 10.0 125 15.0
w1 Voltage (V)
(2l ]
yg (1010}

30 |
25

204
1.5 1
1.0+

Voltage (V)

V1=RlxI+VD

500.0m A

0.0 4
-500.0m

0.0 25 5.0 75 100 125 150
w1 Voltage (V)
V1)
g
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2. El diodo Zener:

- Eninversa DC Transfer Characteristic

2.5000m |
1.7347e-018 4= o
i
o . S -25000m 4
c o2 1. 1S o0 -
o -0 m A
VT R - ’
=12V - 1kQ) D1 E -7.5000m - 2
= SEm T s 0 4
R I 1N431 -10.0000m 1 “
'..'.".."..'[').".."."."..".."..". . 125000m 1 &
Tt so000m | | . . . .
ST 0.0 25 5.0 75 100 125 150
w1 Voltage (V)
Zona4: Modo zener. T eal
Inversay conduccion 301
A lg 25 . . . .
201
=
D ZENER o 151
T
Vz | ~ 5000m 1
0.0
Fuentede § Vo £00.0m
tension | 0.0 25 50 75 100 125 150
A c B w1 Voltage (V)
_.| . I e
Vz <
A C
Vp=-Vz
ID': U + VD —
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2. El diodo Zener:

- En Directa:

S - .
=12V Q.

V1=RlxI+VD

Departamento  http://www. dte.uc3m.es

te Tecnologia
. Electronica . s .
UC3M Fundamentos de Ingenieria Electrdnica.



2. El diodo Zener:

- En Directa: 5m |

DC Transfer Characteristic

10, SN B
TNASTO0A -

0 1 2 3 4 5
""""""""""""""""" w1 Voltage (V)
""""""""""""EI[DHIDI-

DC Transfer Characteristic
900m ]

&1

700m ~

(3]
=
=1
3

Voltage (V)
[
=
3

V1=RixI+VD 100m ;

-100m

0 1 2 3 4 5
w1 Voltage (V)
EVH}
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2. El diodo Zener:

DC Transfer Characteristic

- En Directa: 5m |
4m

_________ 5 IRT gl E
AN e - B om
':ﬂg:: """ 1kQ {0 S

-------------------- 1N4370A -

Sy

Lo -
R e 0 1 2 3 4 5
T w1 Voltage (V)

' I{DA[IDY
E[ [1D}

DC Transfer Characteristic
900m ]

. nlD
Inversa «--4

» directa 700m

D ZENER |«--
«--{D OFF

(3]
=
=1
3

Voltage (V)
[
=
3

100m -

-100m

0 1 2 3 4 5
w1 Voltage (V)

V(1)
}= (
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2. El diodo Zener para fijar una intensidad en la resistencia
de carga

- Evitar subidas/bajas de tensién incontroladas

P - P S
J_'m1 1m2 """""""
=y ool
DT AR TNASTOA S TR

V1=RlxI+VD
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2. El diodo Zener para fijar una intensidad en la resistencia
de carga

Evitar subidas/bajas de tensién incontroladas

DC Transfer Characteristic

24m o —t—
23m
< 2om I
& R2
S 21m
O
2.0m
19m
4 B 8 10 12
DC Transfer Characteristic
_ b m ]
Vl=RlxI+VD
E‘ -2m I
5 DZ
S
O -5m A
-Bm . . . .
4 6 8 10 12
w1 Voltage (V)
EI[DHIDI-
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2. El diodo Zener para fijar una intensidad en la resistencia
de carga

- Evitar subidas/bajas de tensién incontroladas

DC Transfer Characteristic

24m N e
23m
§2.2m I
5 R2
S 21m
]
20m
1.9m . . . .
4 6 8 10 12
DC Transfer Characteristic
. 1m]
Vl1=RIlxI+VD
. . . < 21
- Eldiodo zener asume cualquier variacion =1 |DZ
. . . . @
en el voltaje variando su intensidad y -
. . . . Q -Bm 4
garantiza que la intensidad que circula
por la resistencia de carga siempre sea la .
. -om T T T 1
misma 4 6 8 10 12
w1 Voltage (V)
EI[DHIDI-
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3. Rectificador de media onda

S XSC1
L L i _'
® ¢ ¢ - D1 - - . xt Tig
| A VRS 2 il '. -
CANAOOIGP [ e
- LR1 S
"""""""""""""" gﬂ}kﬂ'”“
""""""" e S | AP I,
Function Generator-XFG1 o >< ---------------------------
Waveforms
[——] —~ [
Signal options

Frequency: _
=

Duty cyde: 50
Amplitude: | 5 ] wo
Offset: 0 v

Set rise/Fall time

+ Common
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3. Rectificador de media onda

WPGL: ¢+ - ¢ v v v v v s e e e e e e e e e e e e ce xsc:l_

L L fﬁiﬁfifﬁfﬁfifiiﬁiiiﬁfifﬁiﬁfififﬁii% .

"’_' ..... D1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . EI'T"?..-

| 1 H """" 2 o L i

CNA00IGP T e 5

.. LR1 I

?‘H}kﬂ """""""""""

""""""" e S | AP I,

Function Generator-XFG1 o >< ---------------------------

Waveforms

[——] —~ [
Signal options

Frequency: _

Duty cyde: 50 %

Amplitude: ] wo

Offset: 0 v \ K \ . i \ K \ j
Set rise Fall time

‘s Common _ \/

w
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3. Rectificador de media onda

‘m]_,,‘,‘,..,,‘,‘,.,:Z:Z:::Zi::Z:::ZiZi:::::;:i:::)éstﬁ::::;g
t e s ZZZZ:D-IiIZZiﬁiﬁi::ﬁiﬁiﬁ:ﬁ:ﬁiﬁiﬁ:ﬁ::%amsﬁi
| 1H """" 2 1
CANAODIGP T e
.. LR1 ST
""""""" ."..".""""..'?lﬂkﬂ""'

""""""" 1 .0 -y

Function Generator-XFG1 X
Waveforms

e | [
Signal options

Frequency: _

Duty cyde: 50 %

Amplitude: | 5 ] wo

Offset: 0 v j

NN N
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4. Rectificador de onda completa: con LEDs

- F£8C1
A'#LED3 %
ILED1 ‘*"1'* 21
T'}ﬂl s . B +
[ - 9
l |
ol l
!,ELL ED2 ¥LED4 a1
1kQ

i
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4. Rectificador de onda completa: con LEDs

7FG1

_ ¥SC1
7
MLED3
ZILEDA % BT 21
A ) o
4 é < :‘1,:
Lol o
1

Y i*’ l
‘Q LED2 MLED4

R1
1k
p

i
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4. Rectificador de onda completa con LEDs:

Function Generator-XFG1 X
Waveforms
e ||
. — Signal options
‘#LED3 Frequency: ‘20 IHz ‘
’\;?LEM m%_ (.:11 Duty cyde: 50 Yo
[$ & 5 3 Amplitude: | 21.7 vp
‘I Offset: ] v
4 ED2 ‘WLED4
A é?:ﬂ Set risefFall time
+ Comman _
<
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4. Rectificador de onda completa: con LEDs

ZFG1

Function Genera tor-XFG1 X
Waveforms
e ||
. — Signal options
‘#LED3 “ % ) Frequency: ‘20 IHZ ‘
LED1 e Py ghl .
B T =) Duty cyde: 50 %
O |" '\ Amplitude: | 21.7 vp
4 Offset: ] v
A ED2 i’:rLEm I
£ s R1 _
éﬁﬂ Set rise/Fall time
+ Common

i

ﬂ\/\/ \\\/ /\\/\/\\/
\/ \/ / \/
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4. Rectificador de onda completa: con LEDs

7FG1

Function Genera tor-XFG1 X
Waveforms
e ||
) — Signal options
#LED3 % Frequency: ‘20 IHz ‘
9, warTrg 201 :
e T =) Duty cyde: 50 %
[$ & 5 3 Amplitude: | 21.7 vp
L1
- Offset: ] v
Y p I
LED2 ‘ALED4
k) R1 Set rise/Fall time
1k0 Setrise/Fall ime
+ Common
=

10181V ‘

A\/ﬁ\/\\\/ /\\/\/\\/ e
\/ \/ VARVIE=1

Set... -
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4. Rectificador de onda completa: con LEDs + Condensador

JFG1

ZSC1

}:};’LEDS f;\:f
4LED1 st iy gl
* —< i g
Kalin af
1

1,
\}:LEDZ JLED4 ém | cs

1kQ = 1pF
p

i

c2 | ll:d
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4. Rectificador de onda completa: con LEDs + Condensador

Lg /AMVNfV\ﬁJNA

\

NARV ARy

La, \f\/\“AVf\J\%Q§/\
\/ \ \/
Letos | \
\/ \/’ \/ \
dte [
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4. Rectificador de onda completa para implementar una
fuente de alimentacion : ¢Para qué?

Para alimentar un teclado de juguete: 7 V

Para alimentar un amplificador operacional: 5V o 10 V
Vi Vout
V_j}“

Un cargador de movil con voltaje de salida 3,5V o 5V.

Q

Para fabricar una fuente de alimentacion “casera”.
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5. ¢Qué necesitamos?

- Cambiar LEDs por DIODOS (funcionan mejor que los leds para recortar)

SFG1

. S s

D1 D4
A 1N4001GP 1N4D01GP
D2
W 1N4001GP .
Z 1N4001GP
L
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5. ¢Qué necesitamos?

- Anadimos un Diodo Zener para ESTABILIZAR EL RIZADO obtenido.
- Unaresistencia donde caiga la tension de diferencia entre el condensadory

el zener.
FFCG1
L TEe s,
D1 D4
2 1N4001GP 1N4001GP

I
-

R2
02 LAY
YW 1iN4001GP D
Z 1N4001GP ém C1

Departamento  http://www. dte.uc3m.es
te Tecnologia
. Electronica ., . .
UC3M Fundamentos de Ingenieria Electrdnica. m



5. ¢Qué necesitamos?

- Situamos una “carga” para simular el sistema real: Piano de juguete por

ejemplo
SFG1
. TE s
D1 D4
ZA 1N4001GP 1N4D01GP
D2
Y iN4001GP L
Z 1N4001GP

.|F.
r
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5. ¢Qué necesitamos?

Situamos una “carga” para simular el sistema real: Piano de juguete por

ejemplo
Function Generator-XFG1 X
Waveforms
/FG1 ] | e || e
an e @Al Signal options
q Frequency: ‘20 |Hz ‘
Duty cyde: 50 Yo
Amplitude: | 20 Vp
Offset: 0 v
Set rise/Fall time 4
: INADO1GP
+ Common _
D2
Y iNd001GP -
A 1N4001GP ‘,é

.|F.
C
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5. ¢Qué necesitamos?

Situamos una “carga” para simular el sistema real: Piano de juguete por

ejemplo
Function Generator-XFG1 X
Waveforms
ZFG1 ] [ e | [
an e @Al Signal options
g Frequency: ‘ 20 | Hz ‘
- = Z5C1
Duty cyde: 50 /o
Amplitude: | 20 Vp % o
g
Offset: 0 v t_
Set rise/Fall time - A :
S 1N4001GP . .
= Common _ l I ol
o
I | + rat
A S S S— /
e
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5. ¢Qué necesitamos?

Situamos una “carga” para simular el sistema real: Piano de juguete por

ejemplo
Function Generator-XFG1 X
Waveforms Multimeter-XMM1 pe
'(TGl g“-“-“--“-“-“.......i -
M P i 3280 |
an e @Al Signal options
Freguency: ‘ 20 | Hz ‘ +B A a B
Duty cyde: 50 % ——
Ampitude: [ 20 v /;\_-; ~ ] =]
Offset: 0 v L Set... -
Set rise/Fall time D4 A -
T 1N40D01GP J |
= Common _ l I ol
| . ~
T S -
("]
A S S S— /
e
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6. El amplificador MOSFET: Polarizacion

- Recordamos practica 3.
- ¢éR3 para que el transistor esté en zona saturacion?
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6. El amplificador MOSFET: Polarizacion

- Recordamos practica 3.
- ¢éR3 para que el transistor esté en zona saturacion?
-  HAGAMOS UN ANALISIS EN MODO BARRIDO DE LA RESISTENCIA R3

Simulate Transfer Tools Reports Options Window Help Parameter Sweep

b Run FleEsDam- B oo
Pause Fé ST Analysis parameters  Output Analysis options  Summary

‘ — z
o Stop
... Sweep parameters
e { EEEEEPEEHEPH b Sueepparameter Device toe: [Resstar S
Interactive Simulation Settings o — 9 Name: |R3 v
Mixed-Mode Simulation Settings : : ----- Parameter: (R »
R R3 ’

NI ELVIS Il Simulation Settings \ ‘ T 'gzm Present value: |200Q

DC Operating Point.. Description: Resistance

Postprocessor A‘C R . Points to sweep
Simulation Error Log/Audit Trail Sl e Sweep variation type: Start: | 3 l kQ ‘ =
XSPICE Command Line Interface TIransient Analysis... Stop: |20 l 3 ‘ .

Fourier Analysis... Linear v : =
Load Simulation Settings... Noise Analysis.. #ofpoints: | 10900 =
Save Simulation Settings... Ngise Figure Analysis... Increment: | 2,.98298 l Q =
Auto Fault Option... Distortion Analysis...
DC Sweep... i
Dynamic Probe Properties - - More Options
R Probe Directi Sensitivity... Analysis to sweep
\everse Probe Direction ] ' i i e
: DC Operating Point v Edit anayss
Display results on a araj
Group all traces on ane plot ® pispd oraph
(O Display results in a table
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6. El amplificador MOSFET: Device Parameter Sweep:

13.0000m |

11.0000m 4

b

<
__________________________________________ Es.uuuum-
O

7.0000m A

5.0000m

0.0000 250.0000 500.0000 750.0000 1.0000k 1.2500k 1.5000k
resistance

- EI[F{S}. r3

Device Parameter Sweep:
9.0000 |

7.0000 4

2 50000 VDS

1.0000
1.0000
0.0000 250.0000 500.0000 750.0000 1.0000k 1.2500k 1.5000k
resistance
HEV[ﬂ} n3
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6. El amplificador MOSFET : AMPLIFICADOR
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6. El amplificador MOSFET : AMPLIFICADOR

Function Generator-XFG1

Waveforms
ﬁ.‘_‘...f"_"\

Signal options
Frequency:
Duty cyde:
Amplitude:

Oscilloscope-XSC1

X
e L
1 kHz
50 %
100 mVp
0 v

Offset:

Set rise/Fall time

Common

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

|
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' Time
TL & = 1.949
T2 [« 19495
T2-T1 0.000 s
Timebase

Scale: | 2ms/Div

X pos.(Div): | 0

[Y/T] add| B/a | B

Channel_A Channel_B
140.633 mV 4.044V
140.633 mV 4,044V
0.000 V 0.000 V
Channel A Channel B
Scale: ‘ 2 VDiv Scale: ‘ 2 VDiv

Y pos.(Div): | -1
ac | o |[pc]

Y pos.(Div): | -1

Reverse

Save )
Ext. trigger

Trigger
Edge: [£]%|[A]E Ext
Level: |c| I v ‘

Single Normal Auto _:

ac| o |[pc] -

http://www. dte.uc3m.es
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6. El amplificador MOSFET : AMPLIFICADOR

B ! Oscilloscope-XSC1 X
Function Generator-XFG1 X
Waveforms 1
Signal options 3
Frequency: |1 kHZ | e
Duty cyde: 50 % .
Amplitude: | 100 mVp " LR [
Offset: 0 v < 3R
Set rise [Fall time A
. < >
+ Common . LR O fmesay a0y Reverse
€% 19495 140.633 mV 4.044V -
T2-T1 0.000 s D
R Timebase
-------------- sco: [2mn [l | e [2 V0w |
................... xpos.O): [0 N | ypos.oiv): -1\
SR A [vrr]aca] (e/n [
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6. El amplificador MOSFET : AMPLIFICADOR

Oscilloscope-XSC1 X
- ¢POR QUE HAY OFFSET?
< >
Time Channel_A Channel B

Ly | 1.9|49 s 140.633 mV 4,044V Reverse
T2 [ 19495 140.633mV  4.044V
T2-T1 . 0.000s 0.000 V 0.000 V Save Ext. trigger
Timebase Channel A Channel B Trigger
Scale: | 2ms/Div Scale: ‘2 V/Div Scale: ‘2 V/Div Edge: 1 E B Ext
X pos.(Div): | 0 Y pos.(Div): | -1 Y pos.(Div): | -1 Level: |c| I v ‘
[v/T]Add | B/a 'AB| Ac 0 [DC] ac| o |[oc] - Single | Normal | Auto [None |
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6. El amplificador MOSFET : AMPLIFICADOR

Oscilloscope-XSC1 X
- ¢POR QUE HAY OFFSET?
< >
Time Channel_A Channel B

Ly | 1.9|49 s 140.633 mV 4,044V Reverse
T2 [ 19495 140.633mV  4.044V
T2-T1 . 0.000s 0.000 V 0.000 V Save Ext. trigger
Timebase Channel A Channel B Trigger
Scale: | 2ms/Div Scale: ‘2 V/Div Scale: ‘2 V/Div Edge: 1 E B Ext
X pos.(Div): | 0 Y pos.(Div): | -1 Y pos.(Div): | -1 Level: |c| I v ‘
[v/T]Add | B/a 'AB| Ac 0 [DC] ac| o |[oc] - Single | Normal | Auto [None |
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6. El amplificador MOSFET : AMPLIFICADOR

- ¢A que amplitud empezamos a
distorsionar?

- Para Vp=198my, ya se aprecia

distorsion.

Function Generator-XFG1 X
Waveforms

e || ML
Signal options

Frequency: |1 kHz
Duty cyde: 50 %o
Amplitude: 194 mvp
Offset: 0 )

Set rise/Fall time
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Oscilloscope-XSC1 X

AT A T A T A U A T A T A A N A T AT AT AT A T A T A TR AT U A T A N A\
E“J‘LT"I”" wﬁf ‘l'r'fl rﬁlr' rJ . jll' l'\" [E l, |Jf I'r 11" l*fl‘i'fl”ll #’H’ ‘l'r 1JI rﬁlr' rJ . jll' l'\" [E l, 'rf“ I'r
llld} \lull Ul ||LlII ll'J, llld} \lull l | lILlll ll'J, llld} \lull Ul lILlll ll'J, llld} \lull Ul lILlll ll'.

NSNS NAANNS NN AN NSNS

L4

>
Time Channel_A Channel_B
% € 6o12s -87.703 mV 6.510V Reverse
€*| 60125 -87.703mV 6.510V
T2-T1 0.000s 0.000Vv 0.000Vv Save Ext. trigger
Timebase Channel A Channel B Trigger
Scale: | 2ms/Div Scale: |2 V/Div Scale: | b VDiv |3 Edge: t|[a]BExt

X pos.(Div): | 0

Add | (B/A| AB

NOTA:

ac| o [oc]

¥ pos.(Div): | -2 Y pos.(Div): | -1 Level: |.3 v |

ac// o [oc] -

Single Normal Auto [None |

Si se aumenta la sefial, el transistor puede entrar en zona 6hmica
(VDSQ esta mucho mas cerca de esa zona que de la maxima tension
posible a la salida, unos 9V), lo que limita la salida.
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